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１．概要（Summary） 

MEMSデバイス作製の為に、構造部材である、低応力

SiON 膜（2.0 μm）を PE-CVD 法によって作製する事を

目的とする。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

PECVD装置（住友精密製／MPX-CVD） 

エリプソメーター（ULVAC製／Ellipsometer） 

膜厚計（ナノメトリクス，NanoSpec３０００） 

デジタル顕微鏡（キーエンス） 

Tencor段差径（Tencor，AlphaStep） 

 

【実験方法】 

φ6 インチのシリコン基板に、PE-CVD 装置により

SiON 膜を形成し、エリプソメーターにて屈折率を測定し

た。成膜条件は、以下の通り。 

 

・チャンバー圧力 ／ 150Pa 

・チャンバー内温度 ／ 上部電極：250℃ 

             ／ 下部電極：250℃ 

・ガス流量 ／ SiH4  80 sccm 

          NH3  80 sccm 

          N2O  250 sccm 

          N2  500 sccm 

・投入電力 ／ 上部 HF 300W 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 

上記で成膜した SiON膜の特性 

・膜厚 ／ 1.9908 μm 

・成膜 Rate ／ 7.54nm/sec 

・残留応力 ／ -27Mpa（Compressive） 

・均一性 ／ 2.7％ 

・屈折率 ／ 1.6 

・BHF（24℃）エッチング Rate ／ 264nm/min 

・RIEエッチング Rate ／ 107.5nm/min 

 

Fig.1　Film Thickness of Deposited SiON
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今回の成膜テストにより、2.0 μmの低応力 SiON 膜が形

成されている事が確認され、要求仕様を満たせる結果が

得られた。今後、更に熱耐性等の評価を継続して行く。 
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